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Pundamento del invento

Los paquetes o ftabletas anteriores del tipo plistico
o moldeado pare pastillas de circuitos integrados son carass
y difficiles de fabricar con lfnea fina y definicién de dimen-
giones. Asimismo, muchas de estas tabletas son limitadas en
cuanto a la manera en que pueden interconectarse a una pas-
tilla de circuitos integrados.

Una téenica emplea un disefio o modelo de intercone~
xién con estructura de conductor estampada a la que se une
un dispositive de circultos integrados y luego se interconec—
ta eléctricamente utilizando uniones de hilo. Sin embargo,
este concepto presenta clertos probvlemas. Lo reduccidn en el
tamailo del disefio metdlico planar de interconexidn viene regi-
da por las tolerancias mecdnicas de estampacién, asi como por
el requisito de que la estructura de conductor sea de un es-
pesor minimo, a fin de proporcionar suficiente rigidez mecéd-
nica. Una estructura de conductor atacada quimicamente o un
depbsito de vapor de un disefio metdlico de interconexién pro-
porcionan mayor resolucidén del disefio de interconexién, pero
estos esquemas son extremadamente costosos. Una desventaja

mas de las estructuras de conductor de tamaifio mayor se debe

-al hecho de que durante la encapsulacién, la inyeccién del

compuesto de moldeo causa a menudo el desplazamiento del



10

15

20

25

24-T7-173

115871

conductor y fallos conpletos en la interconexidn.

Otro tipo de paquebte moldeado emplea un diseiio de
conductor elevado que se aftace quimicamente de manera que
Se provea ung cavidad que represente la coniiguracidn del
conductor. A continuacibn se mecaniza la superficie superior
del disefio saliente con objeto de dejar descublertos los
extremos de la estructura de conductor. Despuds, se recubre
con una resina epoxfdica conductora para proporcionar una
interconexidn entre la estructura de conductor y el disposi-
tivo de semiconductor que se va a intberconectar a 8sta,
Igualmente, este concepto es a veces limitado dimensionalmen-—
te debido a las variaciones de tolerancias asociadas con las

operaciones de moldeo, ataque quimico y mecanizedo.

Regumen del invento

Por tanto, un objeto del presente invento es crear
un pagquete 0 sustrato de pldstico o moldeado, con espigas
para circuitos integrados, que permite una flexibilidad de
disefio completa.

Otro objeto del presente invento es proporcionar un
paquete de pléstico o moldeado de interconexién con espigas
que sea capaz de acomodarse a numerosas téenicas de interco-

nexién entre su diseilo planar metalizedo y las pastillas de

circuitos integrados que se van a conectar a éste, por ejem~
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plo, el reflujo de material de soldadura, la unién por ultra-
sonidos, la unién por compresidn térmica, la unidn con hilos, el
decal, etc.
tro objeto del presente invento s proveer un pagque-
5 te pldstico o moldeado de interconexién con espigas que es fé~
cilmente ejecutable en muchos niveles de conexionado.

Otro objeto del presente invento es crear un paquebe
pldstico o moldeado de interconexidén con espigas que es térmice~
mente compatible para utilizarlo con uwna unidn o junta por

10 reflujo de material de soldadura entre su disefio planar me-—
talizado ¥y una pastilla de semiconductores.

Oftro objebo del presente invento e8 proveer un pague—
te mejorado de pldstico o moldeado de interconexidén con espi-
gas para circultos integrados que es adecuado para realizar

15 en un proceso de moldeo capaz de emplear numerosos tipos de
materiales moldeables.,

Otro objeto del presente invento es proporcionar un
paquete de pldstico o moldeado de interconexidén con espigas
para pastillas de circuitos integrados, en el que se forma

20 ung wnién de interconexidén sblida, directa y fiable entre sus
disefios planares metalizados y lag cabezas de espigas de en-
trada/salida.

De acuerdo con los objetos antes mencionados, el pre-
gente Invento proporciona wn procedimiento para transportar

25 un disefio de interconexidn delgado y metalizado durante un

24-7-13 ~4-
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rrocedimiento de moldeo en dos fases uwbtilizado para formar
espigas en el cuerpo de sustrato. El sustrato moldeado con
patillas es térmicamente compatible con una interconexidn
por reflujo de estafiosoldadura entre su disefio metalizado de
interconexién y las pistas de las pastillas de semiconducto-
res en virtud de un elemento disipador de calor colocado se-
lectivamente dentro del cuerpo moldeado a una distancia pre-
determinada de la superficie de la pastilla de circuitos in-

tegrados.

Breve descripeidn de log dibujos

La figura 1 es un dibujo en perspeciiva, parcialmen~
te en corte, que ilustra las'etapas generales del procedimien-
to uwtilizado para formar espigas en el sustrato moldeado me~

diante téenices de moldeo en dos feses.

La figura 2 es una visba parcial en corte transversal
que ilustra los accesorios de moldeo wtilizados para Fformar
un sustrato moldeado con espigas o paquete de interconexidn.

La figura 3 es una vigta pareisl en corte transversal
que ilustra un pagquebte encapsulado de interconexidn de semi-
conductores con patillas,

La figura 4 muestra una secuencia de las etapas del
brocedimiento e ilustra otra ejecucién del presente invento.

La figura 5 es una representacibn grifica que ilustra
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la manera y las consecuencias del posicionamiento seleccionado
del elemento disipador de calor con objeto de lograr un paquete
moldeado con espigas que sea compatible con la tecnologla del

reflujo de estafiosoldadura.

Deseripeidn de las realizaciones vreferidas

Refiriéndose shora a la figura 1, en ella se ilustran
esquen&iicamente las etapas bdsicas del procedimiento empleado
para formar el sustrato moldeado de interconexidn con espigas
o patillas para empaquetar circuitos integrados. Inicialmente,
se selscciona una placa de soporte 1O de acero inoxidanle que
tiene wn conjunto de orificios practicados en ella. Los orifi-
cios de la placa 10 se conformen a la configuracién de espigas
deseada, por ejemplo, un tipo de dos en linea o un tipo de red.
A continvacién, se deposita un recubrimiento dieléctrico 11
sobre la placa 10. Se forman recubrimientos dieldctricos sa~
tisfactorios empleando composiciones tales como el TEFLON, las
poliamidas o los nitruros de silicio. Se utilizan etapas ade=-
cuadas de enmascaramiento y de ataque quimico nara definir el
disefio deseado de interconexidén. Las espigas de interconexién,
una de las cuales se ilustra en 14, se insertan a continuecidn
y se sitdan en la placa de soporte ubilizando un accesorio
apropiado (no representado).

Después, se coloca todo el conjunto en un bafio de elec-
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trodeposicidn con objeto de depositar un disefio metalizado
16 de interconexién en las zonas descubiertas metdlicas o no
dieldetricas formedas durante las operaciones de enmascara-—
miento y ataque quimieo. Un bafic normal de cobre y &cido

con un abrillantador proporciona el disefio deseado de inver-
conexidn con cobre. & tItulo de ejenplo, una composicidn de
cobre y écido de CuSO,. 5H2O, 174 gramos/litro; H2804, 45
gramos/1itro; HC1l, 0,9 gramos/litro; y un abrillantador ade-
cuado de 0,43 mililitros/litro proporciona las caracterfsti-
cas deseadas de electrodeposicidn, Sin embargo, resultan
igualmente apropiados otros bailos de metal de electrodeposi-
c¢ibn, por ejemplo, de nfquel o plata. Hay que hacer notar
que durante la operacidén de electrodeposicién, la delgada
pelfcula metalizada 16 hace un contacto directo e Intimo

con las partes superiores de la patilla 14 de interconexién,
con objeto de proporecionar wna buena wnidén eléectrica y necd-
nica.,

A continuacidén, la placa de soporte 10 se coloca en
un molde y se moldea un polimero adecuado sobre la superfi-
cie superior del recubrimiento dielédetrico 11 a fin de for—
mar wn cuerpo de sugtrato moldeado 18. Para la operacién
de moldeo regsultan adecuados muchos materiales comerciales;
por ejemplo, se observdé que los polimeros constituldos por
novolaca epoxiladas y curadas con resina novolaca proporcio-

nan las deseadas caracteristicas dieldctricas de contraceidn
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¥y de dilatacibén. En un caso, el cuerpo epoxfdico 18 se formé
en una prensa convencional de transferencia. Un polvo de poli~
mero se transforma inicialmente en pastillas y luego se calien-
te en un calentador dieldetrico durante un periodo de tiempo
predeterninado. A conbinuacidn se introduce la pastilla pre-
calentada o con propiedades como las del caucho en un pistén
de transferencie y se inyecta a una velocidad deseada en el
molde, Despuds de expulssrlas del molde, las piezas se enfrian.
A veces es deseable curar o endurecer posteriormente el paque-
te pare asegurar una estzbilidad y un reticulado méximos del
polimero. El dibujo de la derecha de la figura 1 ilustra la
etapa de expulsidn.

Se puede ver que inicialmente la superficie inferior
19 de la pelfcula metalizada 16 establece una primera wmidn en-
tre slla misma y la placa de soporte 10 de la superficie supe-
rior. Durante la operacidn de moldeo, se establece una segunda
unién entre la superficie superior 20 de la pellfcula delgada
16 de metal y la superficie inferior 21 del cuerpo 18 de poli-
mero. La segunda fuerza de uwnidn es mayor que la primera fuer-
za de unidn y, de este modo, durante la operacidn de expulsién,
la placa de soporte y el recubrimiento dieléetrico se separan
fédeilmente de la superficie inferior 21 del cuerpo 18 de poli-
mero, dejando & la patilla 14 integralmente moldeada en el cuer-
po 18 y al disefio 16 de interconexidn integralmente unido a la

superficie inferior 21 del cuerpo 18 de sustrato moldeado.
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Las calidades normales de encapsulacién de los polime-
ros de moldeo normalmente se disefian de modo que posean carac-
teristicas de desprendimiento, con el fin de permitir la faci-
lidad de separscién de lag superficies del molde. Los estea-
retos metélicos, la cera o, en algunos casos, un reactivo orgé-
nico, se introducen intenclonadamente en los polimeros con 0b=
jeto de obtener estas caracterfsticas de desprendimiento. Aun~
que ésta es una caracteristica dessable para las tdécnicas con~
vencionales de moldeo en dos fases, no lo es en el presente
proceso, porque en el actual invento es necesario establecer
una fuerze de unién suficientemente intensa entre la superfi-
cie inferior 21 del cuerpo moldeado 18 y la superficie supe-
rior 20 de la lfnea metalizada 16. A fin de aumentar esta
fuerza de unién se aplica con brocha un agente de acoplamiento
gpropiado, a titulo de ejemplo una mezela hidrolizada de organo-
silano, sobre la superficle suserior 20 de la lfnea metalizada
1o despuds de la operacidn de electrodeposicibn. El agente
especifico de acoplamiento empleado en el presente invento cons-
ta de una compogicién de:

1 gremo de aminoetil aminopropilitrimetoxi-silano,

20 gramos de alcohol isopropilico,

80 gramos de H20, y una hidrolizaecién adecuada

durante una hore.,
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Refiriéndose ahora a la figura 2, en ella se ilustra
la manera en que la operacidén de moldeo puede adaptarse para
colocar en una posicién critica el elemento disipador de ca-
lor, a fin de formar vn paquete de diseiio de interconexidn
con espigas moldeadas que tenga un apropiado coeficiente tér-—
mico total de dilatecidn compatible con una interconexidn por
reflujo de estafio-soldadure. Una forma 26 de molde superior
y una forma 27 de molde inferior se emplean para asegurar y
soportar una placa de soporte 28. Las ebapas del proceso Ges~
critas en la figura 1 se usan para fijar y depositar un dise-
fio metalizado en la placa de soporte 10, Una pareje de pati-
llas 30 y 32 se extienden a través de la placa de soporte 10.
El disefio de interconexidén electrodepositado y metalizado se
nuestra esqueniticemente en 34. Los extremos superiores de
la pareja de patillas 30 y 32 se sitlsn en una superficie
plana sobre la superficie plana constitufda por la pelfcula
netalizada 34. De esta manera, con la operacibn de electrode-
posicibn anteriormente descrita se deposita una capa metdlica

en contacto directo e Intimo con las cabezas de las pastillas,

-a fin de permitir una unidn directa y buena de éstas. Asimis-

mo, el disefio metdlico y delgado de interconexidn se deposita

en todas las regiones no cublertas por la cspa dieldéetrica 36.
Una tipica interconexién por reflujo de meterial de

soldsdure, es decir, entre el material de soldadura metdlica y

el soporte de interconexién en una tipica pastills de silicio

=10~
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de circuito integrado, presenta una dilatebilidad de apro-

ximadamente 2,4 x 10 mm/mmeC. Un polimero molde%do ade—

cuado posee una dilatabilidad entre 20 y 30 x 10~ mm/mn/2C.
De este modo, puede verse que se crea un inapropiado dese-
quilibrio térmico que tiende a causar fallos en la unién de
la interconexién por reflujo de material de soldadura dvran-
te prolongados ciclos téxrmicos del paquete de circuitos in-
tegrados. Con objeto de evitar este problema, se fabrica un
elemento disipador de calor de um metal de bajo coeficiente
de dilatacién como parte del paguete completo. Para las ilus-
traciones dadas, se selecciond un elemento disipador de ca-
lor metbdlico de aleacién NI36 con una dilatabilidad de

1,7 x 10’ mm/mm/°C, mostrado esquemdticamente en 40, Ledian-
te la incorporacidén de un elemento disipador de calor 40 que
tenga poca dilatacidn y un médulo alto juntamente con un poli-
mero de médulo relativamente bajo, se prevé . una superficie
pars una interconexidén por reflujo de meterial de soldadura
que posee un coeficiente de dilatacidn comsiderablemente me-
nor que el del polimero por sl solo. La figura 5 ilustra las
curvas Ge coeficientes efectivos de dilatabilidad pars dos
tipos de polimeros ligeramente diferentes, donde el espesor
del polimero, medido segin el eje X, corresponde sustencial-
mente a la distencia que separa a la superficie inferior del
elemento disipador de calor 40 y a la superficle superior del

plano 34 de interconexidn metelizeda, distancia designada con

-11-
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Z2 en la figurae 2. Por tanto, seleccionando apropladaments el
miembro 40 del elemento disipador de calor, la distencia Z y el
tipo de wnidn por reflujo de material de soldadura, se estable—
ce un apropiado coeficlente térmico de desequilibrio. ¥n la fi-
gurae 5, el coeficiente de desequilibrio térmico, denominado coe-
ficiente efectivo de dilataciédn térmice, se ha medido segin el
eje ¥ en funcidn de espesores variables de la distancia Z para
dos materiales polimeros convencionales,

Antes de la inyeceidn del material polimero $ransforma-
db en pastillas y calentado, se sitla el elemento disipador de
calor 40 a una distancia vredeterminads por encima ce la super-
ficie planar formada por las lireas de interconexibn metalizada
34 por medio de un tornillo 42, extendiéndose en la forma 26 de
molde superior y en la parte superior del elemento disipador de
calor 40. Una vez situado el elemento disipador de calor 40,
de menera que se establezeca la distancia % deseada, el maferial
polimero trensformado en pastillas y calentado se inyecta a tra-
vés de la abertura 46 en el molde constituldo nor le parte su-
perior 26 y la parte inferior 27. En la operacién de moldeo se
forme la parte 50 de sustrato moldeado o pldstico de la manera
anteriormente descrita.

Refiriéndose ahora a la figura 3, en ella se ilustra un
dispositivo de paquete terminado que se ha poblado con pastillas
de semiconductor ¥ se ha encapsulado despuéds de las ebapas de

la operacién de moldeo'y de la expulsién.

-19-
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Como se ha descrifo anteriormente, se puede emplear
cualquiera de logs medios de interconexién conocidos para unir
une pluralidad de pastillas de semiconductores al disefio me~
talizado. Una pastilla se ilustra en 52 como interconectada
al disefio metalizado 34 de interconexién a través de un con-
junto de uniones 56 y 58 por reflujo de material de soldadura.

Para formar la capa de encapsulacidén ilustrada esque-
méticamente en 60 se emplea cualquier medio adecuado de en~
capsulacién. Por ejemplo, la parte 60 de encapsulacién se
forma fécilmenie mediante una operacidn secundaria de moldeo,
o uniendo una chapa de encuelta con abertura que ftenga une
cavidad 12l como la ilustrada en 62 a fin de acomodar a la
pastilla 52 de semiconductor.

Refiriéndose shora a la figura 4, se ilustra en ella
otra ejecucidn del presente invemto. En esta sjecucién uvma pasti
1la de semiconductores se une al disefio metalizado de inter~
conexidn durante la etapa primaria de moldeo.

Como se ha descrito anteriormente, se selecciona una
placa de soporte 70 de acero inoxidable. A continuacidn, se
deposita wna capa dieléctrica apropiada 72 sobre la superfi-
cie superior de la placa de soporte 70. Un conjunto de aber-
tvras, tales como las 74 y 76, se forman en la placa de sopor-
te 70 a fin de conformarse a la configuracién deseada de pa~
tillas de entrada/salida. Después, mediante apropiadas eta-

pas de enmascaramiento y ataque quimico, seguidas de wna ope-

-3~
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racibn de electrodeposicidn, se forma uvn disefio 80 de inter-
conexldén metaligado.

En contraste con el procedimiento anterior, ahora se
une una pluralidad de pastillas de semiconductor al disefio
netalizado, una de las cuales se ilustra en 82. ILa pastilla
de semiconductor se ilustra esquemdticamente como unida por
medio de un grupo de uniones 84 y &6 por reflujo de material
de soldadura. Sin embergo, se puede uhilizar tembién cual-
quiera de las demds técnicas de unién bien conocidas ante-
riormente mencionades para interconectar la nastilla en es-
te punto.

A continuecibn, se usa une operacidén de moldeo gi-~
milar a la anteriormente descrita pars formar el cuerpo 90
de sustrato moldeado o pléstico. Finalmente, la placa de
goporte 70 se separa de la parte 90 de sustrato moldeado
de modo que se forme un paquete de circuitos integrados
parcialmente terminado, como se ilustra en la dltima figura
en la secuencia de las operaciones del procedimiento.

Asimismb, se emplea cualquiera de las blen conocidas
tdenicas de encapsulacidn tales como una operacidn de moldeo
independlente o la adicidn de uma chapa de envuelta, para
encapsular la estructura después que se retire la placa de
soporte.

Aungue el invento se ha mostrado y descrito refirién-

dose particularmente a las ejecuciones preferidas del mismo,

-14—
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log expertos en la téonica entenderdn que pueden hacerse los
anteriores ¥y otros cambios de forma y detalles en gllas sin
separarse del espiritu y alcance del invento.

Bata solicitud que corresponde a la presentada en
Estados Unidos de América, el 14 de Junio de 1972, con el
Ife 262,848, se acoge a los beneficlos del articulo 51 del

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencién propie y nueva que se presen—
tan pare que sean oobjeto de esta solicitud de Patente de In~
vencidén en Espaiia por VEINTE afios, son los que Se recogen en
las reivindicaciones siguientes:

l2,~ Un método para formar un sustrato pare pastillas
de circuitos integrados que comprende lag operaciones de:

a) formar selectivemente un disefio metalizado de intercone-
xién de pelfcula delgada en una superficie de accesorio, con
objeto de establecer una primera fuerza de unién entre la pe—
lfcula metalizade y la superficie del accesorio; b) depositar
naterial moldeable para formaer un sustrato sobre el digefio
metalizado de interconexidén de pelfcula delgada, con el fin

de egtablecer una segunda fuerza de unidn entre el diseiio me-

15
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talizado de interconexidn de pelfcula delgada y el material
moldeabls, siendo la segunda fuerza de unidén mayor que la pri-~
mera fuerza de unidn; y ¢) separar la superficie del accesorio
para formar un cuerpo de sustrato moldeado que tenge dicho
disefio metalizado de interconexidn de pelfcula delgada inte-
gralmente unido & dicho cuerpo.

28,~ Un método para formar un susbrato para pastillas
de cirouitos integrados segin la reivindicacidén 1&, que com~
prende la operacidn de: a) establecer un disefic de superficie
metélica planar en dicho accesorio, conforméndose al deseado
disefio metalizado de interconexidn de pelicula delgada con
una cape dieléctrica de enmascaramiento.

38,.~ Un método para formar un sustrato para pastillas
de circuitos integrados segln la reivindicacién 22, que com-
prende ademds las operaciones de: a) situar un conjunto de
conectadores individuales en confbacto con el disefio de super~
ficie metdlica planar; b) electrodepositar dicho disefio meta-
lizado de interconexidn de pelfcula delgada para establecer
una primera fuerza de unidn entre el disefio metalizado de in-
terconexidn de pelfcula delgada y la superficie metdlica pla-
nar, y pera formar une widn metallrgica directa e¢ Intima en~
tre regiones seleccionadas de dicho disefio metalizado de in-
terconexidén de pelfcula delgada y dicha pluralidad de conec—
tadores.

48,- Un método para former un sustrato para pastillas

—
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de circuitos integrados segin la reivindicacién 38, que com~
prende ademds la operacifn de: a) aplicar un agente de acopla-
niento a dos de dichos disefios metalizados de interconexidn
de pelfcula delgada entes de la etapa de deposicién para es-
5 tablecer subsiguientemente la segunda fuerza de unidén.
58,~ Un método para formar un sustrato para pastillas
de cireuitos integrados segin la reivindicacidén 32, que com-
prende ademds la operacién de: &) interconectar una pastilla
de circuitos integrados a otras regiones seleccionadas en di-
10 cho disefio metalizado de pelfcula delgada antes de la cltada
etapa de deposicién.
68.- Un método para formar un sustrato para pastillas
de circuitos integrados segin la reivindicacién 12, en el que:
a) dicha operacién de ceposicién comprende la etapa de inyec—
15 tar un material polimero calentado sobre el disefio metalizmado
de interconexidén de pellculs delgada para formar el sustrato.
8,~ Un método para formar un sustrato para pastillas
de circuitos integrados segin la reivindicacién 42, en el
ques a) la operacidn de inyeccién comprende ademés las etapas
2¢ de situar el accesorio en un molde y despuds inyectar un ma-
terial polfmero caliente en el molde para formar el sustrato;
y b) refrigerar el sustrato para wnir integralmente el disefio
metalizado de interconexidén de pelfcula delgada al sustrato.
88 ,— Un método para formar un sustrato para pastillas
25 de circuitos integrados segin la reivindicacién 72, que com-

prende ademds la operacién de: a) separar el accesorio del

24-1-13 / -7~
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sustrato y del disefio de interconexidn de pelfcula delgada.

98,~ Un método para formar un sustrato para pastillas
de circuitos integrados segin la reivindicacién 82, que com-
prende ademds la operacién de: a) conectar una o mds pasti-
llas de circuitos integrados a otras regiones seleccionadas
en dicho disefio metalizado de interconexidn de pelficula del-
gada.

102 .~ Un método para formar un sustrato para pastillas
de cilreouitos integrados segin la reivindicacién 92, en el que
1la operacidn de conexidn comprende ademds la operacidén de:

a) Fformar uwna unidn por material de soldadura.

118,~ Un método para formar un sustrato pera pastillas

de circuitos integrados segin la reivindicacidén 92, en el que

dicha operacidn de conexién comprende ademds la operacién de:

a) formar conexiones discretas con hilos entre una o mis pas-

tillas de circuitos integrados y las otras regiones seleccio-
nadas en el disefio metalizado de interconexidn de pelicula
delgada.

128 ,- Un mébodo para formar un sustrato para pastillas
de cirecuitos integrados segin la reivindicaeidn 98, en el que
lz etapa de conexidn comprende ademds la etapa de: a) unir la
pastilla o pastillas de semiconductor a las otras regiones
gseleccionadas en los disefios metalizados de interconexidn
de pellcula delgada mediante unidn por compresidn térmica.

138.~ Un método para formar un sustrato para pastillas

24773 |/ -18-



de circuitos integrados segin la reivindicacidén 92, en el
que la operaciln de conexidn comprende ademds la operacidn
de: a) unir la pastilla o pasiillas de circuitos integrados
& las otras regiones seleccionadas en el diseiio metaliza-

5 do de interconexidn de pelfcula delgada mediante unién por
ultresonidos.

142 .- Un método para formar un sustrato para pasti-
llas de circuitos integrados segin la reivindicacibn 92, que
comprende ademds la operacién de: a) encapsular la pastilla

10 o pastillas de circuitos integrados conectadas a las obras
regiones seleccionadas en el diseiio metalizado de interco-
nexidn de pellicula delgada.

152,~ Un método para formar un sustrato »ars pastillas
de circultos integrados.

15 Tal y como se ha descrito en la liemoria que antecede,
representado en los dibujos que Se acompaiian y con los fines
que se han especificado.

Esta liemoria consta de diecinueve hojas escrites

a miquina por wna sola de sus caras,

Nadrid,

P,A.
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